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カーボンナノチューブ（CNT）は，優れた電気的特性から次世代の配線としてフレキシブ

ルデバイスなどへの応用が期待されている 1)．しかし，フレキシブル基板の多くは，CVD 法

などの高温を伴う CNT 成長プロセスに適さないという問題があるため 2)，非真空ソフトプ

ロセスによる CNT 配線技術が求められている． 

そこで我々は，大気中・室温でプラスチックフ

ィルム上に直接多層 CNT(MWNT)配線が描画可

能なレーザ熱転写法を開発した．本研究では，

レーザ出力およびレーザ走査速度と CNT 配線の

導電率との相関を調べた．さらに，本手法で作

製した MWNT 配線を用い，SWNT をチャネルに

用いた電気二重層トランジスタ(EDLT)を作製・

評価した． 

CNT 配線は次のような手順で作製した．ま

ず，ガラス基板上に MWNT 分散液(名城ナノカ

ーボン，MW-I)をスプレー噴霧することにより

MWNT 薄膜を得た．その後，MWNT 薄膜表面

に，ポリプロピレン(PP）フィルム，カバーガラ

スの順に貼り付けた．ガラス基板側から CW レ

ーザ(波長 450nm)を照射することで PP 表面に

MWNT 薄膜が転写できた．典型的な走査速度は

1-10 mm/s，照射出力は 0.5-3.0 W である．さら

に，2つの MWNT 配線間に半導体性 SWNT(名

城ナノカーボン，RS-I)を滴下乾燥させ，イオン

液体 DEMETFSI(日清紡)を滴下することにより

EDLT を作製した． 

作製した CNT 配線の電気特性を測定したところ，加工速度の低下及びレーザ出力の増

加に伴い導電率が増加することが分かった(Fig.1(a)). また，作製した EDLT の伝達特性を

測定したところ，ゲート電圧によるドレイン-ソース間電流の変調が確認でき，P 型 FET

として動作することが確認できた(Fig.1(b))．作製した EDLT の移動度は約 6.5 cm2/Vs，

on/off 比は 1.5×104であった．当日は，作製した CNT 配線の微細構造観察とともに CNT と

PP の微細構造及び電気伝導メカニズムについて議論する． 
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